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1. 背景及び目的 

SiC を用いたオン抵抗の低いパワーデバイスである nチャ
ネル insulated gate bipolar transistor (IGBT)の実用化のためには、
p型 SiC 基板での損失を低減するために低抵抗率化が必要不
可欠である。高濃度 Alドープ 6H-SiC 試料のホール効果測定
より、バンド伝導から Nearest Neighbor Hopping（NNH）伝導
に遷移する付近の温度でホール係数が減少・反転するとの報
告がある[1]。また、4H-SiC において Al濃度が高くなるほど
反転する温度が高温側になり、バンド伝導で反転するとの報
告もある[2]。このことから高濃度 Alドープ 4H-SiC の低抵抗
率化には伝導機構とホール係数の両面から特性を詳細に調べ
る必要がある。そこで本研究では van der Pauw法を用いた抵
抗率の測定から伝導機構を評価し、AC磁場ホール効果測定か
らホール係数を算出した。その結果から、ホール係数と伝導
機構の関係を比較する。 
2. 実験結果と考察 
図 1 に Al 濃度 3.4×1019 cm-3の試料の抵抗率とホール係数

の温度依存性を示す。抵抗率のアレニウスプロットから高温
側でバンド伝導、低温側で NNH伝導が支配的であることがわ
かる。ホール係数は伝導が切り替わる付近で減少・反転が見
られ、Krieger等の報告と一致する。図２には Al濃度 5.2×1019 
cm-3 の試料の抵抗率とホール係数の温度依存性を示す。図 1
と同様に高温側でバンド伝導、低温側で NNH 伝導が支配的で
ある。しかし Krieger等の報告と異なり、ホール係数がバンド
伝導で減少・反転している。図 1 と図 2 ではホール係数が減
少・反転している伝導領域は異なるが、バンド伝導でも NNH
伝導でも抵抗率とホール係数の活性化エネルギーが一致して
いることがわかる。 
次にホール係数と抵抗率の活性化エネルギーのAlドープ量

との相関を図３に示す。抵抗率の活性化エネルギーの NNH伝
導側を＋印、バンド伝導側を×印で示す。ホール係数の活性
化エネルギーは NNH伝導側を△印、バンド伝導側を○印で示
す。図より抵抗率とホール係数の活性化エネルギーが一致し
ていることがわかった。そして抵抗率とホール係数の活性化
エネルギーには同じAl濃度依存性が見られた。このことから、
伝導機構とホール係数には密接な関係があることがわかる。 
3．結論 
バンド伝導と NNH 伝導を示す Al ドープ濃度の試料で、抵

抗率とホール係数の活性化エネルギーが一致した。そして抵
抗率とホール係数の活性化エネルギーに同じAl濃度依存性が
見られた。このことから伝導機構とホール係数が密接に結び
ついていることがわかった。 
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の傾きの一致. 
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Fig.1. Al濃度 3.4×1019 cm-3の試

料のホール係数と抵抗率 
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Fig.2. Al濃度 5.2×1019 cm-3の試
料のホール係数と抵抗率 
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Fig.3. 抵抗率とホール係数の活
性化エネルギーの Al 濃度
依存性 
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